2. 1.4.1

A jungdc de um material tipe "N" com um material tipo 'P*

forma um:
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Nota: Quando se colocam face a face dois semicondutores, um de

tipo P e ocutro de tipo N, forma-se a juncZo PN.

Esta jungdo comporta-se oome um diodo:

ge aplicarmos o tarminal pogitivo de uma pilha as material
de tipoc P, s o terminal negativo ao material de N, verifi-
ca~ge que hi passagem de corrente & diz-me que a juncido
eatd polarizada directaments,

Se invartermos as ligagSes da pilha, ndo haveri passgagenm
de corrante (em rigor h& uma corrente muito pequena devida
aoe portadores minoritdrios) e diz-s& Que a juncdo estd
polarizada inversamenta.

Polarizag3o directa Polarizago invedsa
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